
XPS

Dove: Laboratorio Fisica Stato Solido 

Quando: a partire dal 1.1.2016

Durata: full time: 9 mesi

Competenze necessarie: Lab. Fisica Materia; fisica stato solido

Argomento: caratterizzazione grafene da CVD; catalizzatori eterogenei

Outcomes: tecniche ultra alto vuoto, XPS, metodi di caratterizzazione

Interazioni con: INRiM (Giampiero Amato), NIS



www.nis.unito.it
Laboratori presso centro dell’Innovazione, via Quarello 15

http://www.nis.unito.it/


Misure XPS: grafite fluorurata





Attività presso Quantum Research Laboratory

Dove: Quantum Research Laboratory INRiM

Referente: Giampiero Amato, Andrea Rossi, Luca Boarino

Quando: a partire dal 1.1.2015

Durata: full time: 9 mesi

Competenze necessarie: Lab. Fisica Materia; Fisica Stato Solido

Argomento:

Sintesi, caratterizzazione, funzionalizzazione del grafene e/o single layer 

di nitruro di boro.

Outcomes: tecniche di deposizione di film sottili; tecniche di 

caratterizzazione di materiali nanostrutturati



Sede dell’attività di tesi



Ref. Giampiero Amato
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Montaggio forno



Rapid Thermal Annealing

Thermal CVD

Ref. Giampiero Amato



Ref. Giampiero Amato



1) Proprietà strutturali ed elettroniche di 

Grafene depositato su film di Co
L’argomento riguarda soprattutto la caratterizzazione Raman

ed      elettrica del materiale depositato su Co. Ulteriori 

sviluppi riguardano la possibilità di utilizzare lo stesso film di 

Co su cui             viene depositato il Grafene come contatto, 

in grado di iniettare e raccogliere elettroni aventi spin definito 

nel e dal Grafene, con lo scopo di valutare la lunghezza di 

coerenza dello spin nel Grafene

Disponibile: da subito

2) Messa in opera di un apparato LPCVD per la 

crescita di monolayer di BN 

La tesi consiste nel mettere in opera un forno Low

Pressure Chemical Vapor Deposition con sorgenti liquide o solide 

(Ammonia Borane,  Borazine) di atomi di B e N. Caratterizzazione 

ottica e Raman, TEM, AFM per valutare il numero di layer ed il 

grado di copertura 

Disponibile: metà 2016 circa

Who: Lab. Manager: Dr. G. Amato, g.amato@inrim.it

Academic tutor: Prof. E. Vittone, ettore.vittone@unito.it

Where: INRiM, Quantum Research Laboratory, 

Duration: 8-10 months



Visit at INRiM Quantum Research

Laboratory

Strada delle cacce 91

A free standing single 

layer of graphene 

deposited on Co

Transistor ad effetto di campo che permette l’iniezione e 

la manipolazione di correnti polarizzate in spin.Spin-FET:



h-BN – Cos’è

• Materiale bidimensionale

• Composto molto stabile, forte 

legame tra B e N

• Struttura reticolare planare 

esagonale (a= 2,50 Å,

differenza rispetto al grafene

del’1,7%). 

• Isolante elettrico con Band Gap 

diretta

(Egap =5,97eV)

• Conduttore termico ( 400 W/mK

vs 100W/mK del

grafene*)

*Zheng et al. “High thermal conductivity of hexagonal boron nitride laminates”, 2D materials, 3, 1, 

011004, 2016



h-BN - Applicazioni
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h-BN

Il nitruro di boro esagonale completa la famiglia dei materiali 2D necessari allo 

sviluppo di dispositivi elettronici di nuova generazione (trasparenti, flessibili, ultra-

sottili e ultra-performanti)



h-BN - Applicazioni

isolante di alta qualità 

dello spessore di uno o 

pochi strati atomiciBritnell et al. “Electron Tunneling through Ultrathin Boron Nitride Crystalline Barriers”, Nano Letters, Vol. 12, No. 3, p. 1707-

1710 (2012)

Dispositivo grafite/h-

BN/grafite
Tunnel 

transistor

N= n° di 

layer



COOPERATION AND MUTUAL  
UNDERSTANDING LEAD TO  GROWTH AND 

GLOBAL ENRICHMENT

IAEA

NUS
Singapore

Ruđer Bošković
Croatia

Univ. Delhi 
India

IAEA Coordinate Research Programme (CRP) F11016 (2011-2015)

“Utilization of  ion accelerators for studying and modeling of  

radiation induced defects in semiconductors and insulators”

ANSTO
Australia

Univ. Helsinki -
Finland

CAN
Spain

JAEA-Kyoto Univ.
JAPAN

Nuclear Agency
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Univ. Turin
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IAEA Coordinate Research Programme (CRP) F11016 (2011-2015)

“Utilization of  ion accelerators for studying and modeling of  

radiation induced defects in semiconductors and insulators”

Expected Research Outputs:

 Definition of an experimental protocol to determine the 

key parameters for the characterization of the effects 

of radiation damage on semiconductor materials and 

devices.

 Refined theoretical models for defect generation and 

for modelling their effect on electronic properties.


